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ザ-でアニールした試料のラマンスペクトルにみ られる相違点 とラマン散乱の温度依存性から

レーザーアニールした試料には,急速な結晶化に伴 う格子定数の変化および歪が生 じているこ

とを示 した｡

次に,高出力 レーザー照射によって生 じる現象を調べる手段 として, Si膜厚約 0.6pTnの

SOS(SilicononSapphire)における,パルス色素 レーザー照射時の光伝導を測定 した(,レーザ

ー照射強度 を変えて実験 を行なった結果,ある強度以上では:.伝導率はほぼ一定の値 (= 175

9-1｡m-1)とな り,そのときの光伝導の時間波形に変化が生 じた｡H｡-Neレーザー光を試料

表面に照射 しておき,その反射光を観測 した結果,この照射強度で反射光強度が増加すること

を確認 した｡これらの変化が レーザー照射により生 じた高密度の電子正孔プラズマによるもの

であることを示 した｡

最後に, レーザーアニールの半導体デバイス製造技術-の応用 として,高周波 2極 スパッタ

でサファイア基板上に作製 したアモルファス Si (a-SOS,膜厚 :0.6p7n～ 1.8FとTTL)を,

アルゴンイオン cw レーザーでアニールした｡その結果, α-SOSは,融解 して結晶するこ

とがわかった｡また, ラマン散乱スペクトルの観測から,サファイアとシリコンの格子定数 と

熱膨張係数の違いからミスフイトや歪が生 じていることを示 した｡結晶化の条件が,物質定数

(吸収係数,熱伝導度,熱容量等 )の変化に,著 しく影響 されることを示 した｡

2. 境界条件の変動によるソリトン変調の可能性
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分散性をもつ非線型媒質を伝播する波の典型的な例 として孤立派 (ソリトン)がある',近年

ソリトンを通信等に利用する目的で,その振幅及び速度の変調が 1つの問題になってお り,異

なる媒質の接続又は摂動によって変調する試みが知 られている.,

本論文 では,逆散乱法を基礎に, Potential の漸近値の時間変動による変調の可能性を示 し

た｡固有値方程式は Zakharov,Schabat型 とSchr6dinger型 を考 え, それぞれ対応する非線型発

展方程式を,正準形に書 く事により,この場合のエネルギー供給 を論 じた｡
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